МЕТОДИ НАВЧАННЯ

1. Лекції (докладне викладення навчального матеріалу) із застосуванням технічних засобів навчання. 

2. Виконання РГР на основі знань, отриманих на лекціях та індивідуальних заняттях.
3. Контроль навчальної роботи – контрольні роботи з теоретичного матеріалу, спостереження за ходом виконання лабораторних робіт.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ»
Методи оцінювання

1. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів.

2. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) Робота на аудиторних заняттях (0,2 R = 20 балів):

- Лекції: 12 лк. * 1 бал/лк. = 12 бал.

- Лабораторні заняття: 4 лаб. * 1 бал./лаб. = 4 бал.
б) Виконання та захист лабораторних робіт (3 лаб. роботи) – максимально 14 балів (при позитивному оцінюванні - захист лаб. роботи №1- 6 балів, №2 та №3 - по 4 бали за кожну); 
в) Розрахунково – графічна робота – 20 балів.
г) Складання комплексних письмових модульних контролів - всього 50 балів (перший модульний контроль у І-му модульному циклі – 30 балів, другий - у ІІ-му модульному циклі – 20 балів. 

3. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

1-ий модульний цикл: (8 лк., модульний контроль) – 38 балів.
2-ий модульний цикл: (4 лк., 4 лаб. заняття; захист лабораторних робіт, РГР; модульний контроль) – 62 бали.

4.Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

5. IРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в тому числі за призначенням викладача) та робіт за п.6.

6. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:

А - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок -  відмінно – 90 – 100 балів

В  - вище середнього рівня з кількома помилками -  добре – 82 – 89 балів

С  - в загальному правильна робота з певною кількістю помилок - добре – 74 – 81 балів

D - непогано, але зі значною кількістю недоліків - задовільно – 64 – 73 балів

Е -  виконання задовольняє мінімальні критерії - задовільно – 60 – 63 балів

FX - можливе повторне складання - незадовільно – 35 – 59 балів

F - необхідний повторний курс з навчальної дисципліни - незадовільно – 1 – 34 балів підсумковий рейтинговий бал за семестр з навчальної дисципліни.
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